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Die nachstehenden Rechenbeispiele zu Grundlagen der Elektronik werden in der Ubungseinheit
zum angegebenen Datum vom Vortragenden vorgerechnet und erldutert.

Es wird empfohlen, die Beispiele zuvor selbstindig zu 16sen. Ausgearbeitete Beispiele konnen
abgegeben werden:

e am Beginn der Ubungseinheit in Papierform

e oder spitestens am Vortag per e-Mail (nur als pdf-Datei im Anhang!) an einen der Tutoren
Robert Hollenstein: robert.hollenstein@tuwien.ac.at
Matthias Scattolin:  matthias.scattolin@tuwien.ac.at

Fiir ein korrekt ausgearbeitetes Beispiel erhédlt man 1 Bonuspunkt, jedoch max. 2 Bonuspunkte
pro Ubungseinheit. Insgesamt kénnen maximal 8 Bonuspunkte erworben werden. Die Bonus-
punkte werden zu den Test-Punkten addiert und somit bei der Beurteilung am Semesterende
beriicksichtigt. Auch falls der Ersatztest (Herbsttermin) in Anspruch genommen wird, werden die
im laufenden Semester erworbenen Bonuspunkte filir die Notenermittlung einbezogen.

Voraussetzungen fiir die Bewertung abgegebener Beispiele:
e Form klar und gut leserlich
e Rechengang nachvollziehbar und richtig
o Ergebnis richtig (bis auf allfdllige Rundungsfehler)

Verspdtet abgegebene Beispiele oder solche, die den angegebenen Kriterien nicht entsprechen,
konnen nicht beriicksichtigt werden!

Es wird empfohlen, mdglichst viele der Rechenbeispiele vor Ubungsbeginn selbstindig zu 16sen,
da bei den Tests dhnliche Aufgaben gestellt werden!

M. Gréschl, H. Miiller - 15.02.2012
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Beispiel Cl1:
Berechnen Sie den Widerstand einer Glithlampe mit einem Wolframdraht von 0,024 mm

Durchmesser und 30 cm Lénge bei Zimmertemperatur (20 °C) und im glithenden Zustand bei
2300 °C.

spezifischer Widerstand: p = 0,055 Qmm?Z/m (20 °C)

linearer Temperaturkoeffizient: o =0,0041 K-!

quadratischer Temperaturkoeffizient: =106 K-2

Beispiel C2:
Zur Auffindung der Schadstelle (Kurzschluss) einer in der Erde liegenden Doppelleitung

(2 parallele Kupferleiter, je 0,6 mm Durchmesser, je 150 m Lénge) wurden bei einer Temperatur
des Erdreiches von 5 °C von beiden Seiten her die Widerstinde R; = 8,55 Q bzw. R, = 14,24 Q
gemessen.
Ges.: Ubergangswiderstand des Kurzschlusses, Entfernung der Schadstelle vom Leitungsanfang.
spezifischer Widerstand: p=0,01786 Qmm?2/m (20 °C)
linearer Temperaturkoeffizient: o = 0,0038 K-!

Beispiel C3:
Geg.: Einweg-Gleichrichter, Trafo-Sekunddrspannung U;, = 26 V4 (bei Leerlauf), =50 Hz,

C, =470 pF, Ry =1 kQ, Innenwiderstand der Sekunddrwicklung = 20 Q.

Ges.: Leerlauf- Ausgangsspannung u,,, mittlere Ausgangsspg. u, unter Last, Brummspannung
und -frequenz, Dimensionierung der Silizium-Diode (Sperrspannung, mittl. Durchlass-
strom, periodischer Spitzenstrom, Einschalt-Spitzenstrom).
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Beispiel C4:

Wie C3, jedoch Vollweg-Gleichrichtung mit Mittelpunktschaltung, (Innenwiderstand einer
Te11w1cklung des Trafos = 20 Q) i
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Beispiel C5: £
Wie C3, jedoch Vollweg-Gleichrichtung mit Graetz-Schaltung.
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Beispiel C6:
Ein Verbraucher, der einen Strom von O bis 100 mA aufnimmt, soll mit einer stabilisierten

Spannung von 15 V versorgt werden. Es steht eine Eingangsspannung von 30 V + 10% zur

Verfiigung.

Ges.: Stabilisierungsschaltung mit Z-Diode, Dimensionierung des Vorwiderstandes, max.
Verlustleistung an Z-Diode und Vorw1derstand max. Anderung der Ausgangsspannung bei
Lastschwankungen bzw. Eingangsspannungs- Schwankungen innerhalb der angegebenen
Grenzen. (Nehmen Sie einen dynamischen Innenwiderstand der Z-Diode von 4 Q an).
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Beispiel D1:
Bei einem npn-Transistor wurden folgende Werte gemessen: Bei Ucg = 6 V (= const.) bewirkte

eine Anderung der Basisspannung von AUgp = 5 mV eine Anderung des Basisstromes um
Alz =2 pA und eine Anderung des Kollektorstromes um Al = 1,5 mA. Bei I =20 pA (= const.)
wurde bei Al = 0,5 mA ein AU = 2,5 V festgestellt, bel glelchem Basisstrom ergab sich fiir
AUgg =5 uV ein AUCE 4'V. Berechnen Sie die dynamischen Kenngrofen dieses Transistors.

Beispiel D2:
Die Stromverstirkung eines Transistors vom Typ BC 109 soll den Wert 50 nicht unterschreiten.

Welche maximale Frequenz kann verstirkt werden, wenn die Transitfrequenz des Transistors
300 MHz betragt?

Beispiel D3:
Der Transistor BD 433 hat eine hochste zul. Sperrschichttemperatur von 150 °C und einen

Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehéduseboden von Rygg = 3,5 °C/W. Wenn dieser
Transistor durch eine Glimmerscheibe isoliert aufgesetzt wird, ergibt sich ein Warmewiderstand
zwischen Gehduseboden und Kiihlkérper von Rygg = 1,5 *C/W. Welcher maximale Dauerstrom
darf durch diesen Transistor bei einer Umgebungstemperatur von 50 °C und einer Kollektor-
Emitterspannung von Ucg = 15 V flieen, wenn der Wirmewiderstand des Kiihlkorpers
Ry =2 °C/W betrigt?

Beispiel D4:
Die Basisvorspannung fiir einen Transistor BC 107 (B = 170) von Ugg = 0,62 V soll durch einen

Vorwiderstand R, erzeugt werden. Die Betriebsspannung betridgt Ug = 10 V. Der Arbeitspunkt
soll bei Urg = 5V, I = 2 mA liegen. Berechnen Sie den Kollektorwiderstand R und den
Vorwiderstand R;.

Beispiel D5:
Fiir einen Transistor BC 107 (B = 170) soll die Basisvorspannung durch einen Vorwiderstand R,

vom Kollektor zur Basis (Gleichspannungsgegenkopplung) erzeugt werden. Die Betriebs-
spannung betrigt Ug = 10 V. Der Arbeitspunkt soll bei Urg = 5V, I = 2 mA, Ugg = 0,62 V
liegen. Berechnen Sie die Widersténde Re, Ry, Ry, fir [, = 10-I5.

Beispiel D6:
Der Arbeitspunkt (Ucg = 5V, I =2 mA, Ugg = 0,62 V) eines Transistors BC 107 (B = 170) soll

mittels Basis- Spannungsteller und Glelchstromgegenkopplung eingestellt werden. Die Betriebs-
spannung betrégt Ug = 10 V. Berechnen Sie R¢, Rg (Ugg = 1 V), Ry, Ry, fiir [, = 10-I und Cg, fir
eine untere Grenzfrequenz von f,, =30 Hz.




